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@Oberlagerungsoszillatorschaltung 

@ Obarlagerungsosziliatorschaltung, mit einem Parallel- 
schwingkreis, der alne arste und eine zweita InduktivitSt (1, 
2} in Reiha zwischen dam Kollaktor und der Basis ainas 
ruckgekoppeften Oszillatortransistors (16) und eine zu den 
Indukttvitaten parallel gaschalteta Sarianschaltung aus einar 
SerienkapazitSt (12) und einer Abstimm-Kapazitatsdioda (11) 
enthaft. wobei zur Frequsnzbandumschaltung eine Schalt- 
diode (13) mit Ihrer Kathode an den Verbindungspunkt der 
Induktivitaten (1, 2) angeschlossen ist, welche an ihrer 
Anode eine Schaltspannung empfSngt, und wobai ein 
ROckkopplungskondensator (22) direkt an den Verbindungs- 
punkt der Induktivitdten (1, 2) gaschaltet ist 
dadurch gekennzeichnet, 

da& im Ruckkopplungskreis des Oszillatortransistors (16) an 
dessen Emitter zwel weitere Kapazitatsdioden (5, 7) ange- 
schlossen sind, so daS sich deren Kapazitdt ebenso wia 
diejsnige der Abstimm-Kapazltatsdiode (11) in AbhSngigkait 
der angelegten Abstimmspannung andert, 
daS eine Spannung (Vaft) fur eine automatische Feinabstim- 
mung an die Kathode einer Kapazttfitsdiode (20) getegt wird, 
deren Kathodenseita ubar dan ROckkopplungskondensator 
(22) an dan Verbindungspunkt zwischen der Tlefbandindukti- 
vitat (1) und der Hochbandindukthfitdt (2) angeschlossen ist 
und deren Anodanseita auf Masse gelegt ist, darart daft dar 
ROckkopplungskondensator (22) bel hohem Frequenzband 
parallel zu der Kapazitatsdiode (20) fur die automatische 
Felnabstimmung, und bal niedrigem Frequenzband parallel 
zu einem fur die automatische Feinabstimmung vorgesehe- 
nen Kondensator (16) und einer der im Ruckkopplungskreis 
llegenden Kapazitdtsdioden (5) geschattet ist 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft eine Oberlagerungsosziliator- 
schaltung nach dem Oberbegriff des Patentanspruchs. 

In einem Superhet-Empf anger wird ein empfangenes 5 
Signal in ein Zwischenfrequenzsignal vorbestimmter 
Frequenz umgesetzt, indem ein empfangenes Signal nut 
einem von einem Oberlagerungsoszillator innerhalb des 
Empfangers erzeugten Uberlagerungssignal gemischt 
wird Urn beispielsweise das empfangene Signal fur zwei 10 
verschiedene Frequenzbander (Tiefband und Hoch- 
band) in eine vorbestimmte Frequenz umzusetzen, muB 
die Uberlagerungsfrequenz des Oberlagerungsoszilla- 
tors far jedes Band umgeschaltet werden. Hierzu kann 
man z, B. die im folgenden beschriebenen zwei Schal- 
tungen verwenden. 

Zunachst soli anhand des in Fig. 7 gezeigten Schalt- 
plans eine erste herkdmmliche Schaltung erlSutert wer- 
den. GemaB Fig. 7 ist eine Abstimmschaitung, die durch 
eine Tiefband-Abstimmspule 1, eine Hochband-Ab- 
stimmspule 2, eine veranderliche Abstimm-Kapazit&ts- 
diode 11 und einen Abstimm-Kompensationskondensa- 
tor 12 gebildet wird» an den Kollektor eines Oszillator- 
transistors 16 angeschlossen. VerEnderliche Kapazitats- 
dioden 5 und 7 sind als Ruckkopplungselemente zwi- 
schen Kollektor und Emitter bzw. zwischen Emitter und 
Masse des Transistors 16 geschaltet Als Kompensa- 
tionselemente dienende Kondensatoren 6 und 8 sind 
parallel zu den Kapazitatsdioden 5 und 7 geschaltet Die 
Kathode einer Schaltdiode 13 ist an einen Punkt ange- 
schlossen, an welchem die Tiefband-Abstimmspule 1 
und die Hochband-Abstimmspule 2 verbunden sind, um 
zwischen Hochband und Tiefband umzuschaltea Die 
Anode der Schaltdiode 13 ist Qber einen Kondensator 
14 auf Masse gelegt und Qber einen Speisewiderstand an 
den Hochbandanschlufi B angeschlossen. Eine Aus- 
wahlspannung Vhi wird diesem HochbandanschluB B 
zugefdhrt Die Kondensatoren 3 und 4 dienen zum Blok- 
kieren von Gleichstrdmen, und der Kondensator 15 
dient zum Erden der Tiefband-Abstimmspule 1. Der 
Punkt, an dem dieser Kondensator 15 und die Tiefband- 
Abstimmspule 1 verbunden sind, ist aber einen Speise- 
widerstand an den TiefbandanschluB A angeschlossen. 
Diesem TiefbandanschluB A wird eine Auswahlspan- 
nung Vlo zugeftihrt Ein Widerstand 9 dient zum Zufiih- 
ren einer Abstimmspannung, wobei ein AnschluB des 
Widerstands an einen AbstimmungsanschluB C ange- 
schlossen ist, dem eine Abstimmspannung Vtu zuge- 
fuhrt wird. Ein Widerstand 10 dient zum Anlegen einer 
Gleich-Vorspannung an die Kapazitatsdioden 5 und 11. 

Eine solche Schaltung ist ^ abgesehen von den Ka- 
pazitatsdioden im Rackkopplungskreis — z. B. bekannt 
aus der Service- Anleitung 40 der Fa. VEB Femsehgera- 
tewerke, Straflfurt, "Fernsehgerat Luxotron 116" Ausg. 
Nov. 1974. 

Bei dem oben erlauterten Schaltungsaufbau wird 
beim Hochband-Empfang eine Auswahlspannung Vhi 
an den HochbandanschluB B gelegt, die Schaltdiode 13 
wird eingeschaltet, und es wird von der Hochband-Ab- 
stimmspule 2 und die kombinierte Kapazitat von Ab- 
stimmkondensator 12 und Kapazitatsdiode 11 ein Reso- 
nanzkreis gebildet Die in Fig. 8 gezeigte Colpitts-Oszil- 
latorschaltung wird gebildet durch den Ruckkopplungs- 
kreis der Kapazitatsdioden 5 und 7 und die Kondensato- 
ren 6 und 8 sowie den Transistor 16. Bei Tiefband- Emp- 
fang wird an den TiefbandanschluB A eine Auswahls- 
pannung Vlx) gelegt, und die Schaltdiode 13 wird ausge- 
schaltet Dadurch wird gemaB Fig. 9 durch die Tief- 
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band-Abstimmspule 1 ein Resonanzkreis gebildet 

Beim Empfang beider Bander wird die Kapazitat der 
Kapazitatsdiode 11 abhangig von der Auswahlspan- 
nung Vtu* die an den AbstimmspannungsanschluB C 
gelegt wird, variiert, so daB die Oberlagerungsfrequenz 
sich andert 

Aus der US-PS-3 370 254 ist ein abstinunbarer. transi- 
storierter Ossdllator mit Kapazitatsdiode im RQckkopp- 
lungszweig bekannt 

Als nachstes soil anhand der Fig. 10 eine zweite her- 
kdmmliche Schaltung eriautert werden. Eine solche 
Schaltung ist — was den AFT-Teil angeht — aus der W 
1-202013 A bekannt 

GemaB Fig. 10 ist ein Belag des Kondensators 18 zur 
RQckkopplung an die Kathodenseite der Kapazitatsdio- 
de 7 angeschlossea An den anderen AnschluB des Kon- 
densators 18 sind ein Speisewiderstand 19 fur eine AFT 
(Automatische Feinabstimmung) und die Kathode der 
Kapazitatsdiode 20 ftir die AFT angeschlossen. Der an- 
dere AnschluB des Speisewiderstands 19 ist an einen 
AFT- AnschluB D angeschlossen, und die Anode der Ka- 
pazitatsdiode 20 liegt auf Masse. 

Bei diesem Schaltungsaufbau wird beim Hochband- 
empf ang eine Auswahlspannung Vhi an den Hochband- 
anschluB B gelegt, und die Schaltdiode 13 wird einge- 
schaltet, wodurch sich die in Fig. 1 1 dargestellte Konfi- 
guration ergibt Beim Tiefbandempfang wird an den 
TiefbandanschluB A eine Auswahlspannung Vlo ange- 
legt, und die Schaltdiode 13 wird ausgeschaltet, so daB 
die in Fig. 12 dargestellte Konfiguration entsteht Beim 
Empfang beider Bander wird die Kapazitat der Kapazi- 
tatsdiode 11 veranlaBt, sich abhangig von der Auswahls- 
pannung Vtu zu andern, die an den Abstimmspannungs- 
anschluB C gelegt wird, wodurch die Schwingungsfre- 
quenz variiert Um solche Anderungen der Oszillations- 
frequenzen zu vermeiden, die durch Temperatureinfias- 
se Oder Versorgungsspannungsschwankungen veran- 
laBt sind, wird an den AFT- AnschluB D eine AFT-Span- 
nung Vaft gelegt, damit die Kapazitat der Kapazitats- 
diode 20 variiert Eine Kapazitat, die mit derjenigen des 
Kondensators 18 kombiniert wird, wirkt auf die Kapazi- 
tat der Kapazitatsdiode 7 ein, so daB die Oszillationsf re- 
quenz stabilisiert ist 

In dem Colpitts-Oberlagerungsoszillator gemaB 
Fig. 7 und 10 laBt sich, weil der Kapazitatswert fttr jeden 
Abschnitt der Schaltung fur das Hochband und das Tief- 
band der gleiche ist, der Bereich, in welchem die Oszilla- 
tionsfrequenz variabel ist, nicht fOr jedes Band beliebig 
einstellen. Der Kapa^tatswert jedes Abschnitts eines 
RQckkopplungskreises muB in geeigneter Weise nach 
MaBgabe der Schwingungsfrequenz eingestellt werden, 
um den Schwingungszustand stabil zu halten. Die Bezie- 
hung zwischen diesen Kapazitatswerten sollten folgen- 
dermaBen aussehen: Bei Hochbandempfang wird die 
Kapazitat zwischen dem Kollektor und dem Emitter 
kleiner gemacht, und die Kapazitat zwischen Emitter 
und Basis wird vergrdBert; bei Tiefbandempfang hinge- 
gen wird die Kapazitat zwischen Kollektor und Emitter 
groBer, und die Kapazitat zwischen Emitter und Basis 
kleiner. Bei dem erlauterten Aufbau der Oberlagerungs- 
oszillatorschaltung laBt sich jedoch die Beziehung der 
Kapazitatswerte nicht in der oben erlauterten Weise 
realisieren. Bei der in Fig. 10 gezeigten Oberlagerungs- 
oszillatorschaltung ist die AFT-Kapazitat (die kombi- 
nierte Kapazitat aus der Kapazitatsdiode 20 fur die AFT 
und dem Kondensator 18)- die gleiche sowohl beim 
Hochband- als auch beim Tiefband-Empfang, und der 
verinderliche AFT-Bereich (der Bereich der veranderii- 



DE 40 36 866 C2 
3 4 

chen Frequenz aufgrund der AFT-Spannung Vaft) ist form aus dem Stand der Technik, 

proportional zu der Oberlagerungsfrequenz. Folglich Fig. 11 ein Ersatzschaitbild ftir den Hochbandemp- 

unterscheidensichdieveranderlichenAFT-Bereichefur fang dieser zweiten Ausfyhrungsform aus dem Stand 

die beiden Bander. DJi.: Es ergibt sich das Problem, daB der Technik, und 

der veranderliche AFT-Bereich bei Hochbandempfang 5 Fig. 12 ein Ersatzschaitbild far den Tiefbandempfang 

grdflerundbeiTiefbandempfangkleinerist einer zweiten Ausfuhningsform aus dem Stand der 

Aus der US-A-3 940 714 ist eine AFT-Schaltung be- Technik. 

kannt. bei der an den Knoten zwischen Tiefband- und Fig. 1 ist ein Schaitplan, der den Aufbau einer Schal- 

Hochbandinduktivitat und die Kathode einer AFT-Ka- tung ohne AFT-Teil zeigt In der Figur sind solche Teile, 
pazitatsdiode eine zuschaltbare KapazitSt liegt, die fur 10 die mit der herkdmmlichen SchaJtung nach Fig. 7 iden- 

gleich groBe AFT-Empfindlichkeit m beiden Frequenz- tisch sind, mit entsprechenden Bezugszeichen versehen, 

bereichen sorgen soil Zwischen Koilektor und Emitter und diese Teile werden nicht nochmal eriautert Zwi- 

eines Oszillatortransistors liegt ein Ruckkopplungskon- schen dem Punkt, an dem die Tiefband-Abstimmspule 1 

densator fester Kapazitat Wird ein fOr die zuschaltbare und die Hochband-Abstimmspule 2 verbunden sind, und 
Kapazitat vorgesehener Schalter geschlossen, so wird 15 der Kathodenseite der Kapazitatsdioden 5 und 7 ist an- 

die Tiefbandinduktivitat uberbriickt, so daB nur noch die stelle der in Fig. 7 gezeigten Kondensatoren 6 und 8 hier 

Hochbandinduktivitat zwischen dem Koilektor des Os- ein RQckkopplungskondensator 21 vorgesehen. 

zillatortransistors und dessen Basis liegt Die erwahnte Mit diesem Schaltungsaufbau wird bei Hochband- 

zuschaltbare Kapazitat wird dadurch einer Kapazitats- empfang, bei dem eine Auswahlspannung Vhi an den 
diode fur die AFT parallel geschaltet 20 HochbandanschluB B gelegt wird, wodurch die Schalt- 

Wenn der erwahnte Schalter geoffnet wird, liegt die diode 13 eingeschaltet wird, der RQckkopplungskonden- 

Tiefbandinduktivitat mit der Hochbandinduktivitat in sator 21 auf Masse gelegt Daher ist der Ruckkopp- 

Reihe als Serieninduktivitat zwischen Koilektor und Ba- lungskondensator 21 aquivalent parallel zu der Kapazi- 

sis des Oszillatortransistors. DemgemaB liegt die zu- tatsdiode 7 geschaltet, wie in Fig. 2 gezeigt ist, wodurch 
schaltbare Kapazitat zwischen dem Knoten zwischen 25 die Kapazitat zwischen dem Emitter und der Basis des 

Tiefband- und Hochbandinduktivitat einerseits und ei- Transistors vergrofiert ist 

nem Verbindungsknoten zwischen einem Kondensator Beim Tiefbandempfang, wenn eine Auswahlspannung 

und einer Diode einer an den Koilektor des Oszillator- Vlo an den TiefbandanschluB A gelegt wird, wodurch 

transistors angeschlossenen Serienschaltung anderer- die Schaltungsdiode 13 ausgeschaltet wird, liegt der 
seits. Es handelt sich bei der zuschaltbaren Kapazitat 30 Rfickkopplungskondensator 21 fiber die Hochband-Ab- 

also nicht urn einen Rfickkopplungskondensator. stimmspule 2 am Koilektor des Transistors 16. Damit ist 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Ober- der Rfickkopplungskondensator 21 aquivalent parallel 

lagerungsoszillatorschaltungderimOberbegriffdesPa- zu der Kapazitatsdiode 5 geschaltet, wie in Fig. 3 ge- 

tentanspruchs angegebenen Art derart auszugestaltea zeigt ist, wodurch die Kapazitat zwischen dem KoUek- 
daB das Schwingen des Oszillators in beiden Frequenz- 35 tor und dem Emitter des Transistors vergroBert ist 

bereichen sehrstabilerfolgt Wie aus der obigen Beschreibung hervorgeht, wird 

Geldst wird diese Aufgabe durch die im Kennzeich- bei dieser Schaltung wahrend des Hochbandempfangs 

nungsteil des Patentanspruchs angegebenen Merkmale. die Kapazitat zwischen dem Koilektor und dem Emitter 

Wie am SchiuB des Patentanspruchs angegeben ist, verringert, und die Kapazitat zwischen dem Emitter und 
wu-d durch die erfindungsgemaBe Verschaltung er- 40 der Basis wird erhaht Beim Tiefbandempfang wird die 

reicht, dafl der RQckkopplungskondensator bei hohem Kapazitat zwischen dem Koilektor und dem Emitter 

Frequenzband pazallel zu der Kapazitatsdiode ffir die erhdht, wahrend die Kapazitat zwischen dem Emitter 

AFT und bei niedrigem Frequenzband parallel zu einem und der Basis verringert wird. Im Ergebnis wird im 

ftir die AFT vorgesehenen Kondensator und einer der Hochbandempfang, da zwischen dem Koilektor und 
im RQckkopplungskreis liegenden Kapazitatsdioden ge- 45 dem Emitter keine feste Kapazitat liegt, der veranderli- 

schaltet wird che Frequenzbereich erweitert, wahrend darfiber hin- 

Im folgenden wird em Ausfuhrungsbeispiel der Erfin- aus die Schwingung beim Tiefbandempfang stabilisiert 

dung anhand der Zeichnuog naher eriautert Es zeigen: werden kann. 

Fig. 1 einen Schaitplan des Aufbaus einer Oberlage- Im folgenden wird anhand der Fig. 4 eine Ausfuh- 
rungsoszillatorschaltung, 50 rungsform der Erfindung eriautert Gleiche Teile wie in 

Fig. 2 ein Ersatzschaitbild der Schaltung nach Fig. 1 Hg. 10 sind mit entsprechenden Bezugszeichen verse- 

ffir Hochbandempfang, hen und werden hier nicht nochmal eriautert Die Aus- 

Fig. 3 ein Ersatzschaitbild der Schaltung nach Fig. 1 fuhrungsform ist dadurch gekennzeichnet daB zwischen 

ffir Tiefbandempfang, dem Punkt, an dem die Tiefband-Abstimmspule 1 und 

Fig. 4 em Schaltbild des Aufbaus einer Ausffihrungs- 55 die Hochband-Absdmmspule 2 miteinander verbunden 

form der Erfindung, sind. und dem Punkt, an welchem der Kondensator 18 

Fig. 5 ein Ersatzschaitbild der Schaltung des Ausffih- und die Kathodenseite der Kapazitatsdiode 20 fur die 

rungsbeispiels ffir Hochbandempfang, AFT verbunden sind, ansteUe des in Fig. 10 dargestell- 

Fig. 6 em Ersatzschaitbild der Ausfflhrungsform ffir ten Kondensators 6 ein Rfickkopplungskondensator 22 

Tiefbandempfang, ^ angeordnet ist 

Fig. 7 einen Schaitplan des Aufbaus einer ersten Aus- Mit dem oben beschriebenen Schaltungsaufbau wird 

fOhrungsform aus dem Stand der Technik, bei Hochbandempfang. wenn eine Auswahlspannung 

Fig. 8 em Ersatzschaitbild ffir den Hochbandempfang Vhi an den HochbandanschluB B gelegt wird, wodurch 

dieser Schaltung, die Schaltdiode 13 eingeschaltet wird, ein AnschluB des 

Fig. 9 em Ersatzschaitbild ffir den Tiefbandempfang « RQckkopplungskondensator 22 fiber den Kondensator 

der ersten Ausfflhrungsform aus dem Stand der Tech- 14 auf Masse gelegt Daher ist der Ruckkopplungskon- 

. densator 22 aquivalent parallel zu der Kapazitatsdiode 

Fig. 10 emen Schaitplan einer zweiten Ausffihrungs- 20 geschaltet, wie aus Fig. 5 hervorgeht 
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Beim Tiefbandempfang ist, wenn eine Auswahlspan- 
nung Vlo an den TiefbandanschluB A angelegt wird, 
wodurch die Schaltdiode 13 eingeschaltet wird, ein An- 
schluB des RQckkopplungskondensators 22 uber die 
Hochband-Abstimmspule 2 an die Kollektorseite des 5 
Transistors 16 angeschlossen. Daher ist der Ruckkopp- 
lungskondensator 22 aquivalent parallel zu dem Kon- 
densator 18 fur die AFT und der Kapazitatsdiode 5 
geschaltet, wie aus Fig. 6 hervorgeht 

Wie aus der obigen Beschreibung hervorgeht, wird 10 
beim Hochbandempfang, wenn der RQckkopplungskon- 
densator 22 parallel zu der Kapazitatsdiode 20 fur die 
AFT hinzukommt, der verslnderliche Bereich fiir die 
AFT verringert Beim Tiefbandempfang. wenn der 
Ruckkopplungskondensator 22 als Serienkapazitat der 15 
Kapazitatsdiode fiir die AFT hinzukommt, nimmt der 
veranderliche AFT-Bereich zu. Folglich wird der varia- 
ble AFT-Bereich fur beide Bander gleichmaQig. Wegen 
des RQckkopplungskondensators 22 wird beim Hoch- 
bandempfang der Wert der Kapazitat zwischen dem 20 
Emitter und der Basis grSQer, und beim Tiefbandemp- 
fang wird die Kapazitat zwischen dem Kollektor und 
dem Emitter grdBer. Als Ergebnis wird die Schwingung 
beim Empfang jedes Bandes stabilisiert, und der Be- 
reich, in welchem die Schwingungsfrequenz variabel ist, 25 
laBt sich far jedes Band auf relativ willkttrlichen Einstell- 
werte festlegen. 

Aus der obigen Beschreibung geht hervor, daB erfin- 
dungsgemaB der Bereich veranderlicher Frequenz bei 
Hochbandempfang verbreitert werden kann, ohne daB 30 
dazu eine Erhohung der Anzahl von Bauelementen er- 
forderlich ist Ein Vorteil besteht darin, daB die Schwin- 
gung stabilisiert werden kann und der veranderliche 
AFT-Bereich fQr jedes Band gleich groB isL 

35 

Patentanspruch 

Oberlagerungsoszillatorschaltung, mit einem Pa- 
rallelschwingkreis, der eine erste und eine zweite 
Induktivitat (1, 2) in Reihe zwischen dem Koliektor 40 
und der Basis eines rdckgekoppelten Osziilator- 
transistors (16) und eine zu den Induktivitaten par- 
allel geschaltete Serienschaltung aus einer Serien- 
kapazitat (12) und einer Absdmm-Kapazitatsdiode 
(11) enthalt, wobei zur Frequenzbandumschaltung 45 
eine Schaltdiode (13) mit ihrer Kathode an den Ver- 
bindungspunkt der Induktivitaten (1, 2) angeschlos- 
sen ist, welche an ihrer Anode eine Schaltspannung 
empfangt, und wobei ein Ruckkopplungskondensa- 
tor (22) direkt an den Verbindungspunkt der Induk- 50 
tivitaten (1, 2) geschaltet ist, 
dadurch gekennzeichnet, 
daB un RQckkopplungskreis des Oszillatortransi- 
stors (16) an dessen Emitter zwei weltere Kapazi- 
tatsdioden (5, 7) angeschlossen sind, so dafi sich S5 
deren Kapazitat ebenso wie diejenige der Ab- 
stimm-Kapazitatsdiode (11) in Abhangigkeit der 
angelegten Abstimmspannung andert, 
daB eine Spaiinung (Vapt) fur eine automatische 
Feinabsdmmung an die Kathode einer Kapazitats- eo 
diode (20) gelegt wird, deren Kathodenseite uber 
den Ruckkopplungskondensator (22) an den Ver- 
bindungspunkt zwischen der Tiefbandinduktivitat 
(1) und der Hochbandinduktivitat (2) angeschlossen 
ist, und deren Anodenseite auf Masse gelegt ist, 65 
derart daB der Ruckkopplungskondensator (22) bet 
hohem Frequenzband parallel zu der Kapazitats- 
diode (20) fur die automatische Feinabstimmung, 



und bei niedrigem Frequenzband parallel zu einem 
fur die automatische Feinabstimmung vorgesehe- 
nen Kondensator (18) und einer der im Ruckkopp- 
lungskreis liegenden Kapazitatsdioden (5) geschal- 
tet ist 
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